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Wynalazek niniejszy dotyczy urza-
dzeri pochlaniajacych, ktére zawieraja
czynnik pomocniczy krazacy w urzadze-
niu, wyréwnywujacy preznosé i kieruja-
cy pary czynnika ozigbiajacego z wyparni-
ka do pochtanialnika.

W urzadzeniach tego rodzaju umie-
szczano zazwyczaj pochlanialnik i wypar-
nik w tem samem naczyniu. Utrudnialo to
znacznie krazenie gazu, co wplywalo na
obniZenie wydajnoéci urzadzenia; réwniez
bezposrednie polaczenie cieplne zimnego
wyparnika ze znacznie cieplejszym po-
chlanialnikiem wplywalo na znaczne
zmniejszenie wydajnosci.

Wynalazek niniejszy usuwa powyzZsze
niedogodnosci, dostarczajac urzadzenia,
gdzie odbywa sie bardzo silne krazenie

gazu przez pochlanialnik i wrzejnik. Osia-
ga sie to przez umieszczenie wyparnika c-
raz pochlanialnika w dwoch oddzielnych
naczyniach, polaczonych ze soba zapomo-
ca rur w ten spos6b, aby naczynia te wraz
z rurami laczacemi tworzyly pewien ob-
wéd krazenia dla czynnika pomocniczego.

Samoczynne krazenie czynnika pomoc-
niczego osiaga sie¢ przez zastosowanie te-
goz czynnika, ktérego para posiada ciez
kosé wlasciwa rézna od ciezkosci czynni-
ka ozigbiajacego i krazenie to utrzymuje
sie dotad, dopdki trwa czynno$é ulatnia-
nia sie i pochlaniania. Krazenie odbywa
si¢ rowniez wskutek réznicy temperatur
panujacych w wyparniku i w pochlanial-
niku; mieszanina gazowa plynie ku dolowi
w wyparniku, gdzie zostaje ona silnie ozig-
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biona, a w pochlanialntku, wskutek ogrza-
nia . ;e; Jprzez cieplo wywolane pochlania-
niem’ unbsi sie:ku. gérze. Odpowiednio do
tych warunkéw najwlasciwiej - umiesci¢
wyparnik i pochlanialnik w réznych cze-
éciach pionowych obwodu krazenia, tak ze
mieszanina gazowa przeplywa przez nie w
r6znych kierunkach.

Rysunek uwidocznia przyklad wyko-
nania wynalazku,

Wrzejnik K zawiera czynnik oziebia-
jacy naprzyklad wodny rpztwér amonja-
ku, a wyparnik G i pochlanialnik A za-
wieraja czynnik pomocniczy obojetny
wzgledem czynnika ozigbiajacego, naprzy-
ktad gaz, mieszanine gazéw lub wodoér.

Wyparnik G i pochtanialnik A skla-
daja si¢ 2 dwoch oddzielnych naczyt, po-
laczonych ze soba rurami M i N. Rura
M laczy gorne czesci tych naczyn, a rura
N dolne ich czesci. Pochlanialnik A oraz
wyparnik G tworza wraz z rurami M i N
obwéd krazenia gazu obojetnego. Rury M
i N stanowia poza tem wymiennice ciepla,
przyczem rura M umieszczona jest we-
wnatrz rury N.

Wyparnik G i pochtanialnik A zaopa-
trzone sa w polaczone ze soba u gory i u
dolu naczynia ksztaltu rurowego F, o
dziurkowanych dnach H, napelnione po-
rowata masa E, w rodzaju naprzyklad wet-
ny metalowej lub wiéréw. W tgch ra-
czyniach plyn si¢ rozdziela i przepiywa
na mozliwie duzej powierzchni. Czesé
wrzejrika rapelniona gazem polaczona
jest zapomoca wezownicy skraplacza C,
znajdujacej si¢ w tem samem naczyniu B,
co pochlanialnik i zawierajacem wode o-
ziebiajaca, z gérna czeécia wyparnika G,
przyczem koniec rury skierowanej do wy-
parnika jest dziurkowany i zaopatrzony
w zakoriczenie I. Wyparnik moze by¢ na-
ogél umieszczony na poziomie wyzszym
niz pochlanialnik, przez co zapobiega sie
dzialaniu dolnej rury jako zamkniecia

plynowego.

Wrzejnik 1 pochlanialnik polaczone sa
zapomoca rur L i P w ten spos6b, ze wy-
twarza si¢ zamknigty obwéd krazenia dla
czynnika pochlaniajacego. Rura L kon-
czy si¢ na dnie wrzejnika, a drugi jej ko-
niec jest dziurkowany i zaopatrzony w za-
koriczenie O. Rura L umieszczona jest we-
wnatrz rury P, tworzac z nia wymiennice
ciepta S. Koniec rury P, siggajacy do
wrzejnika, tworzy wezownice T, do lep-
szego oddawania ciepta i otwiera sie bad~
w plynie, badZ nad sama jego powierzch-
nia w czesci wrzejnika napelnionej gazem.
Wezownica T dziala w sposéb podobny do
termosyfonu, powodujac krazenie plynu
pochlaniajacego. Dno wrzejnika jest od-
powiednio ogrzewane.
~ Urzadzenie dziala w nastepujacy spo-
s6b: przy ogrzewaniu wrzejnika ulatniaja-
ce si¢ z plynu pary amonjaku .skraplaja
si¢ w skraplaczu C i zostaja skierowane
przez zamkniecie plynowe U do wyparni-
ka G w stanie plynnym. Nastepnie amo-

'njak przeplywa przez porowata mase E,

ulatnia i rozprasza si¢ w wodorze znajdu-
jacym sie w wyparniku, przyczem pochla-
nia on cieplo. Dyfuzja odbywa sie najko-
rzystniej przy preznosSci mieszaniny gazo-
wej, mniej wigcej réwnej ciénieniu dopty-
wajacego plynu chlodzacego. Mieszanina
gazowa amonjaku i wodoru, ciezsza od sa-
mego wodoru, przéplywa nastepnie przez
rur¢ N do ozigbionego pochlanialnika A i
wznosi si¢ przez naczynia F (w stanie
drobno rozdzielonym przez mase E), az do
zetknigcia si¢ z ptynem $ciekajacym z gor-
nej czesci pochtanialnika, ktéry to plyn
pochlania, wzglednie rozpuszcza amonjak,
lecz nie pochtania wodoru. W ten sposéb
amonjak zostaje wydzielony z mieszaniny
gazowej, podczas gdy wodér unosi si¢ da-
lej w pochlanialniku i przez rure M, w
ktérej si¢ ogrzewa, dostaje si¢ znéw do
wyparnika G, gdzie miesza si¢ pomownie
z powstajacemi parami amonjaku, Samo-
czynne krasenie gazu obojgtnege Ilub ta-



kiejze mieszaniny gazowej moZna jeszcze
wzmocnié, przez dobranie ciezaru wlasci-
wego tego gazu w ten sposéb, aby réznil
si¢ on od ciezaru wlasciwego pary czyn-
nika chlodzacego tak mianowicie, aby ten
ostatni (para) byl wigkszy od ciezaru
wlasciwego gazu. Poza tem gaz zostaje o-
chlodzony w wyparniku, wskutek czego po-
siada cigzko$é wlasciwa wieksza niz w po-
chlanialniku, w ktérym zostaje ogrzany.

Nalezy zaznaczy¢, ze poziom plynu we
wrzejniku niekoniecznie musi byé wyzszy
od poziomu zakoriczenia O w pochlanial-
niku, Pewna okreslona réznica ci$nienia
we wrzejniku i pochlanialniku moze po-
wsta¢ wskutek istnienia pewnego oporu
do przeptywu plynu w skraplaczu, lub
wskutek dlawienia strumienia amonjaku
plynacego do wyparnika tak, zZe ciénienie
we wrzejniku moze byé nieco wieksze od
ciSnienia w pochlanialniku. Réznica ci-
$nien moze wigc spowodowaé obnizZenie
poziomu plynu we wrzejniku i odpowied-
nie podniesienie jego poziomu w pochla-
nialniku,

Zastrzezenia patentowe.

1. Oziebiarka pochlaniajaca, zawiera-
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jaca czynnik pomocniczy kraZacy w urza-
dzeniu pod wplywem sit wytwarzanych
wewnatrz tegoz, wyréwnywujacy preznosé
i kierujacy pary czynnika ozigbiajacego z
wyparnika do pochlanialnika, znamienna -
tem, Ze pochlanialnik i wyparnik skladaja
sie -z oddzielnych naczyn, polaczonych ru-
rami w ten spos6b, Ze naczynia te wraz z
rurami laczacemi tworza obwéd krazenia
dla czynnika pomocniczego.

2. Oziebiarka wedlug zastrz. 1, zna-
mienna tem, Ze wyparnik i pochlanialnik
sa tak umieszczone w obwodzie krazenia,
ze gazy kraza w nich w przeciwnych kie-
runkach pionowyrh,

3. Ozigbiarka wedlug zastrz. 1 lub 2,
znamienna tem, Ze mieszanina gazowa ply-
nie przez wyparnik pionowo ku dolowi, a
przez pochlanialnik ku gérze. .

4. Ozigbiarka wedlug zastrz. 1—3,
znamienna tem, Ze wyparnik umieszczony
jest wyzej niz pochlanialnik,
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